
1

LED Process - Epitaxial

LED Process - Epitaxial
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LED Process - Epitaxial

LED Process – Epitaxial (MQW)
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LED Process - Epitaxial

LED Process – Lithography
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LED Process – Etching

MOCVD

� 有機金屬氣相磊晶法(Metal Organic Vapor Epitaxy, MOCVD)用於生產高亮度高亮度高亮度高亮度LED，其亮度約在6000-8000mcd；以GaN為材料所生產的藍、綠光LED，則稱為氮化物LED，一般以藍寶石(Sapphire)為基板，美國大廠CREE則發展出以碳化矽(SiC)為基板的製程。以
AlGaInP四種元素為發光層材料在砷化鎵基板上磊晶者，發出紅、橙、黃光之琥珀色系，通稱為四元LED 。

� MOCVD 就是 metal-organic chemical vapor deposition, 有機金屬氣相沉積技術的簡寫, 有氣體流動, 熱傳, 質傳, 化學反應的熱力學及動力學, 還有最後變成固體薄膜材料, 所有固態材料科學的知識是必要的. CVD的薄膜只是成品中的一部份, 最後可用成品往往還需要許多步驟才完整. 至於LED這個產品, 上游也就是這些III-V族材料的製備, 尤其是用
MOCVD生長薄膜的部份.

� MOCVD, 2009年全球出貨228臺,其中國大陸僅佔12％ ,韓國42％ ,臺灣地區35％；2010年全球出貨增至800臺,中國大陸上升至32％ ,韓國和臺灣地區分別為33％和26％ ,估計
2011年出貨量為約1000臺,中國大陸將佔據60％,韓國下降至10％ ,臺灣地區23％. 

� 德商Aixtron與美商Veeco現於全球LED用有機金屬化學氣相磊晶MOCVD設備市場,各居第
1與第2地位,其合計佔有率約9成.
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MOCVD

。

LED R&D roadmap
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LED Spec.

LED Spec.
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Thank you.


